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Abmessungen: Bauform A 4/15 — 4b, 
TGL 11811 

Masse %' 0,6 9 

Zulässige Höchstwerte 
für da = 45°C 

-UcBo = 25V 

-Ueso = 0,5V 

-Ucer = 20V 
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Wärmewiderstand Rın < 0,6 mW 

Min Typ Max Meßbedingungen 

Reststräme 

-Icso 2wpA |725pA | -Uca = 6 V 
-Ic8o 100 A -Ucs = 25 V 
»IEBO 100 4A | UB =0,5 V 

Gleichstromverstärkung 

B 40 «Uce = 6 V, -Ic ='1 mA 



\ Min Typ | Max ] Meßbedingungen 

Vierpolparameter in Emitterschaltung 

bite 1 mS 
Ci1e 16 pF l 
A s 14PF ( _uUce = 6V, -IC = 1 mA, f = 10 MHz 

245 
C22e 3,9 ‘;% I 

_'1{_ 0,49 kQ 0,91 k 
Sa -UCE = 8 V, -Ic = 2,5 mA, f = 10 MHz 
Ua 14 kQ 23 kQ | 

Ubertragungsgewinn 

Vüe 27,5 dB h | -Uce = 6 V, -Ic = 1 mA, f = 10 MHz 
| | (siehe Meßscholtung) 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GF 180 

* Lieferung nur nach Vereinbarung (Sondermessung) 

Funktionsschaltbild zur Bestimmung des Übertragungsgewinnes 

Bei f = 10MHz 
-Uce = 6V 
IC = 1mA 

wird der Übertragungsgewinn 

nach folgender Beziehung 

ausgewertet 

Ua|2 Ra 
Na 4{0r Ra 
Ro = 80 Ohm 

Ra = 7kOhm 

Ug = 5mV 

CN = Neutralisation für -Cize = 1 pF
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. Kollektor-Reststram als Funktion der Sperr- 5000 
schichttemperatur 
-—=—=— Grenzwert 

—__ Mittelwert 4 1000 Y 

e T 500 }l 
+& UYop-8V 
_ä Rag 30 k@ 

* 100 

50 

- —— 

20 25 38 45 55 65 75 

H (C) — 

Mittlere Kennlinien für da = 25°C" 
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung 

-Cize = f (+Ic) 

-Uce 6 V, f = 10 MHz 
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107 10° 5 

“ (mA) — 

| yatel| = f (-1c) 
-Uce = 6 V, f = 10 MHz 

"Ic (mA) — 

-Cize = f (-Uce) 
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| yareı | = $ (-Ucx) 
-Ie = 1 mA, f = 10 MHz 
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